
Fig.1  (a) ARPESにより得られたTaSi2のKM方向
のバンド構造。実線はガイドライン。(b) TaSi2

のバンド計算。 

Fig.2  (a) ARPES により得られた TaSi2のKM 面内に
おけるフェルミ面イメージ. 実線は予測されるフ
ェルミ面形状のガイドライン。(b) バンド計算に
よるKM 面内におけるフェルミ面形状。 
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1．背景と研究目的 

全方向に空間反転対称性の破れた特異なカイラル構造を有する遷移金属シリサイド TSi2 (T = Ta、Nb、

V) は、遷移金属元素に由来する強いスピン軌道相互作用の効果により、特異なスピン構造を形成する

ことが予測されている興味深い系である [1]。 

 

2．実験内容 

本研究では遷移金属シリサイドの特異なカイラル構造と電子状態の関わりを明らかにすることを目

的として、最もスピン軌道相互作用が強くなることが期待される TaSi2において 3 次元角度分解光電子

分光 (ARPES) を行った。 

 

3．結果および考察 

図 1 および 2 に ARPES により得られた TaSi2の ΓMKハイシンメトリーにおけるバンド構造および

ΓKM面内におけるフェルミ面イメージをそれぞれバンド計算と合わせて示す。バンド計算との比較か

ら、2 ~ 3 eV における比較的平坦なバンド構造は Ta 5d -Si 3p 混成軌道に、フェルミ準位 (EF) ~ 2 eV に

おいて比較的大きな分散を示し複雑なフェル

ミ面を形成するバンドは Ta 5d 軌道にそれぞ

れ帰結される。ARPES とバンド計算の比較か

ら、TaSi2における EF近傍の電子状態は ΓKラ

インで少なくとも 2 本ホールポケットを形成

する早い分散，MK ラインで電子ポケットを

形成するΓMラインでEFに近づく大きな分散

および M 点近傍において EF直下に形成され

る小さな電子ポケットから形成されることを

見出した。観測された価電子帯のバンド構造

は全体的に計算と類似しているものの、フェ

ルミ面形状については，定量的な違いがある

ことが明らかになった。観測された食い違い

の起源および特異なカイラル構造との関わり

を明らかにするために、今後系統的な測定を

行っていく予定である。 
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